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【はじめに】 

 近年、透明伝導膜は低コストやレアメタルの問題などで、ZnO が ITO や FTO の代替材料とし

て注目されている 1）。ZnO は、ITO や FTO に比べて、バンドギャップが小さい。太陽電池の高

効率化のためには、ZnO のバンドギャップを大きくし、短波長の光を取り組むことが重要であ

る。そこで、ZnO に Mg を添加することで ZnMgO を作製する。これまでに、希釈したジエチル

亜鉛（DEZ）を用いて、低温で ZnO の作製に成功している 2, 3)。本研究では報告の少ないスピン

コート法により ZnMgO を室温で作製し、アニール温度変化を観察した。 

【実験方法】 

DEZ を加水分解した新規原料に、Mg 原料としてブチルマグネシウムを添加した原料を用いて、

窒素雰囲気中でスピンコート法でガラス基板上に室温で成膜した。その後、作製した膜を 5 分間

50～500 ℃、窒素雰囲気でアニール処理を行った。作製したサンプルを、それぞれＸ線回折

（XRD）、走査型電子顕微鏡(SEM・EDAX)、透過測定、四探針法等で評価した。 

【結果・考察】 

図 1にスピンコートにて作製した ZnMgO薄膜の XRD

を示す。アニール温度 50℃でアモルファス状を示したが、

150℃から結晶化が進み、300℃以上ではピークがはっき

りと確認された。Zn0.95Mg0.05O の ICDD との比較では、

(10-12)面、(1100)面のピーク位置にほぼ等しく ZnMgO

が作製されていると考えられる。また、EDX により作

製した膜を測定しマグネシウムが含まれていることも

確認した。熱処理温度が 450℃の ZnMgO 膜のシート抵

抗は 10６
Ω/□以上で、平均透過率は 90%以上であった。                         

図 1 XRD 結果 
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